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T31N
7=25-17
Typenreihe/Type range T31N 400 600 900 1000 1100 1200 1400 1600
Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Hochstzuléssige Werte Maximum permissible values
Vorm, Vaam Periodische Vorwérts- und repetitive peak forward off-state 400...1600 A
Rlckwdérts-Spitzensperrspannung and reverse voltages
lrRMsM Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 50 A
lyavm Dauergrenzstrom average on-state current tc = 85°C 3 A
1o =83°C 32 A
ltRMm Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 300 A
lrsm StoBstrom-Grenzwert surge current tp = 10 ms, t,, = 45°C 780 A
to=10mMS, ty; =tymax 680 A
Jigdt Grenzlastintegral Jigdt-value 1, = 10 ms, t,, = 45°C 3040 A%
to =10 ms, b, = tymax 2300 A%
(di/dt)c, Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current  nicht periodisch/non repetitive 500  Alps
Dauerbetrieb/continuous operation, iny = 100 A, 100  Alps
v =8V, ig=086 A, dig/dt = 06 Alys
(dv/dt),,  Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage  vo = 67% Voam, tj = tymax
5. Kennbuchstabe/5th letter C 400 Vius
5. Kennbuchstabe/5th letter F 1000 Vips
Charakteristische Werte Characteristic values
vr Obere DurchlaBspannung max. on-state voltage ty = tymaxs iT=100A 1,7 V
Vo Schleusenspannung threshold voltage ty = by mex 0,95 V
rr Ersatzwiderstand slope resistance ty = tymax 6.4 mQ
Vat Obere Zlindspannung max. gate trigger voltage t,=25°C, vp=BV,Ra=10Q 25 V
lar Oberer Ziindstrom max. gate trigger current ty=25°C, p=6V,Ra=100Q 150 mA
Unterer Zindstrom min. gate trigger current ty=tymao Vo =8V, Aa=10Q 5 mA
Iy Oberer Haltestrom max. holding current ty=25°C, vp=6V, =100 200 mA
I Oberer Einraststrom max. latching current tyj=25°C, vp=6V, Rgx=20Q 600 mA
. ic =06 A, dig/dt = 06 A/us, t; = 10 us
ip, in Oberer Vorwérts- und Rickwérts- max. forward off-state and t = by max: Yo = Vorm (Va = Vaaw) 8 mA
Sperrstrom reverse currents
tgd Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time ia=06A, dig/dt =06 Alus 1,2 ps
1q Typische Freiwerdezeit typical turn-off time Prifbedingungen/test conditions 3.4.3.4 60 us
Coun Typische Nullkapazitét typical zero capacitance 1y, = 25°C, f= 10 kHz 400 pF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Rinc Innerer Warmewiderstand thermal resistance, O = 180°|, sinus =< 0,92°C/W
junction to case DC =< 0,84°C/W
tyj max Héchstzul. Sperrschichttemperatur -+ max. junction temperature 125°C
tiop Betriebstemperatur operating temperature —-40°C...+125°C
tag Lagertemperatur storage temperature —40°C...+130°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties

Si-Element glaspassiviert,
geldtet

Gewicht, Bauform C/B/U
Anzugsdrehmoment
MaBbilder C/B/U
Kriechstrecke
Feuchteklasse
Schittelfestigkeit

Si-pellet glass-passivated,
soldered

weight, case design C/B/U
tightening torque

outlines C/B/U

creepage distance
humidity classification
vibration resistance

* Fir griBere Stiickzahlen bitte Liefertermin erfragen/Delivery for larger quantities on request
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Bild/Fig. 1
GrenzdurchlaBkennlinie bei t,) max
Max. on-state characteristic at ty max
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Bild/Fig. 3

Ziindbereich und Spitzensteuerleistung bei vp =6 V.

Gate characteristic and peak gate power dissipation at vp =6 V.

Parameter: a b ¢ d
Steuerimpuisdauet/Pulse duration tg ms] 10 1 05 01
Héchstzuldssige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power wi 5 10 15 30
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Bild/Fig. 2

Transienter innerer Wérmewiderstand je Zweig Zyc bei sinus- und rechteck-
formigem Stromverlauf.

Transient thermal impedance per arm Zg,c, junction to case at sinusoidal and
square wave current.
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Bild/Fig. 4

Ziindverzug tyq, t,, = 25°C.

Gate controlled delay time tgq, t,, = 25°C.
a— duBerster Verlaufflimiting characteristic
b — typischer Verlaufftypical characteristic

Bild/iFig 5

Nachlaufladung Qg in Abhéngigkeit von der abkommutisrenden Stromsteilheit
~di/dt bsi t,) max-

Der angegebene Veriauf wird von 90% aller Thyristoren nicht Gberschritten.
Lag charge Qg versus the rate of decay of the forward on-state current

-di/dt at t,j max. — These curves are valid for 0% of all thyristors.



